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1.  はじめに 

 無線化社会への変化が進む中、電力伝送技術

の無線化の需要も高まっている。ビーム光源と

受光器を基本構成とした光無線給電方式は、小

型軽量であり、長距離給電や移動体への給電が

可能という利点を有しているが、実用化に向け

て光源・受光器ともに更なる高効率化が必須で

ある。受光器の光吸収層材料にはワイドギャッ

プ材料が適しているため、我々は光電変換特性

に優れたワイドギャップ材料である CsPbBr3
1

を用いた受光器の研究を進めている。伝導帯の

アライメントを考慮すると、一般的に使用され

る TiO2に比べ GaN の方が電子輸送層に適し

ていると考えられる 2 3。本研究では GaN の電

子輸送層への適用を目的として、スパッタリン

グ法によるナノ結晶 GaN（nc-GaN）膜を作製

し、その特性を評価した。 

 

2.  実験方法 

 nc-GaN の作製には RFマグネトロンスパッ

タを使用した。基板はガラス基板、ターゲット

にはアンドープ GaN を用いた。スパッタガス

流量は N2/Ar = 3.0 sccm/7.0 sccm、製膜圧力

0.5Pa、RF電力は 1.0W/cm2である。今回は基

板温度を室温(～25℃)–400℃に変化をさせ膜

特性の検討を行った。膜厚は約 50 nmである。

作製した試料は XRD により構造評価、分光エ

リプソメトリおよびUV-visにより光学的特性

評価、コプラナ電極を用いた導電率評価・ホー

ル測定により電気的特性を評価した。 

3.  実験結果 

 導電率測定の結果を Fig.1 に示す。基板温度

上昇に伴い、導電率が向上した。基板温度

400℃で作製した試料のホール測定の結果、電

子移動度 0.065 cm2/V ∙ s 、電子濃度4.55 ×

1018 cm−3を得た。これらの値は電子輸送層に

適用可能な値と考えられ、デバイスシミュレー

ションやデバイスの試作により、詳細な議論を

行う必要がある。また、ターゲットへのドーパ

ント添加などにより、更なる特性改善の可能性

も残されている。 
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Fig1. Dependence of dark conductivity on the 

substrate temperature 
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